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In der Halbleitertechnologie miissen verschiedenste Schichten gedtzt werden. Entwe-
der zur ganzflichigen Entfernung oder zum Ubertragen eines strukturierten Fotolack-
films in eine darunter liegende Schicht. Dabei lasst sich die Atztechnik in nasschemi-
sches Atzen und Trockenitzen unterteilen. Man unterscheidet hierbei grundsitzlich
zwischen isotropen und anisotropen Prozessen, sowie dem chemischen und dem phy-

sikalischen Charakter.

Bei einem isotropen Atzprozess geschieht die Atzung in alle Richtungen. So werden
Schichten nicht nur in ihrer Dicke abgetragen, sondern auch in ihrer Ausdehnung in
horizontaler Richtung. Bei anisotropen Atzungen wird die Schicht nur senkrecht ab-
getragen. Je nach Prozessschritt kann ein isotroper oder ein anisotroper Atzvorgang

erwiinscht sein.
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Abb. 1.1: Isotroper und anisotroper Atzvorgang

Ein wichtiger Parameter der Atzprozesse ist die Selektivitdt. Diese gibt das Verhiltnis

vom Abtrag der zu dtzenden Schicht zum Abtrag der jeweils anderen Schicht. Betragt
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die Selektivitdt 2:1, dann wird die zu strukturierende Schicht, z.B. Oxid, doppelt so
schnell gedtzt wie die Lackschicht.

Die Nasschemie wird aber nicht allein zum Atzen von Schichten verwendet, sondern

kommt auch bei diesen Prozessen zum Einsatz:

e Nassdtzen: zum ganzflichigen Entfernen von dotierten und undotierten Oxid-

schichten
e Scheibenreinigung
e Lackentfernen

¢ Riickseitenbehandlung: Entfernen von Schichten die bei Ofenprozessen auf den

Scheibenriickseiten entstanden sind

¢ Polymerentfernung: Entfernung von Polymeren die beim Plasmaétzen entste-

hen und sich auf den Scheiben festsetzen

Auf Grund des meist isotropen Atzprofils wird das Nassétzen kaum zur Strukturie-

rung verwendet.
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